
REPUBLICA MOLDOVA 
 
 
 
 

 
(19) Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală 
 
 

 
(11) 3327 (13) G2 

(51) Int. Cl.: G03G 5/087 (2006.01) 
                       G02B 1/02 (2006.01) 
                       G02B 5/32 (2006.01) 
                       C08L 39/06 (2006.01) 
                       C30B 31/04 (2006.01) 
                       C01B 19/04 (2006.01) 

        C01G 28/00 (2006.01)     
 

(12)      BREVET  DE  INVENŢIE 
 

 
(21) Nr. depozit: a 2006 0236 
(22) Data depozit: 2006.09.27 
 
 

(45) Data publicării hotărârii de 
acordare a brevetului:  

          2007.05.31, BOPI nr. 5/2007 

(71) Solicitant: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) Inventatori: ANDRIEŞ Andrei, MD; BUZURNIUC Svetlana, MD; MEŞALCHIN Alexei, MD; ROBU 

Ştefan, MD; VERLAN Victor, MD 
(73) Titular: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(74) Reprezentant: ANISIMOVA Liudmila, MD 
 
(54) Procedeu de obţinere a compozitului fotosensibil din semiconductor 

calcogenic amorf şi polimer organic 
 
(57) Rezumat:       

 
1                                                                                        2 

 Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a 
unui compozit fotosensibil, care poate fi utilizat 
pentru fabricarea senzorilor optici, purtători de 
imagini optice sau de informaţie holografică. 

Procedeul de obţinere a compozitului foto-
sensibil din semiconductor calcogenic amorf şi 
polimer organic include amestecarea soluţiei de 
As2S3 sau As2Se3 în monoetanolamină cu soluţia 
metanolică de poli-N-vinilpirolidonă şi omogeni-
zarea amestecului obţinut la temperatura de 
20…40°C. Amestecul se depune pe suport şi se 

usucă în termostat, la temperatura de 40…50°C, 
timp de 5…6 ore, apoi în vid timp de 3…4 ore, cu 
obţinerea unui compozit având următorul raport al 
componentelor, % mas.: 

semiconductor calcogenic           10,0…87,0 
polimer organic                            restul. 
Revendicări: 1 
Figuri: 3 
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Descriere:  
Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unui compozit fotosensibil, care poate fi utilizat pentru 

fabricarea senzorilor optici, purtătorilor de imagini optice sau de informaţie holografică. 
Este cunoscut procedeul de obţinere a compozitului fotosensibil din alcool polivinilic (APV) şi sulfură 

de fier, nichel sau crom, care prevede interacţiunea hidrotermală, in situ a sulfurii de carbon cu hidroxizii 5 
metalelor nominalizate dizolvaţi în APV, la temperatura de 140°C, timp de 8 ore [1]. Ca rezultat se obţin 
compozitele cristalizate din APV cu sulfurile metalelor încorporate. Odată cu creşterea concentraţiei 
ultimelor în matricea polimerului (APV) cristalinitatea compozitului descreşte. Dezavantajele acestui 
procedeu sunt: 

- temperatura înaltă a procesului hidrotermal; 10 
- utilizarea sulfurii de carbon toxice; 
- elasticitatea joasă a compozitului şi sensibilitatea mică la lumina vizibilă; 
- formarea compuşilor secundari de reacţie toxici; 
- formarea compozitelor policristaline. 
Cea mai apropiată soluţie de invenţia revendicată este procedeul de obţinere a compozitului pe baza 15 

materialului S-Se (Se42S58) şi a parafinei, luate în raport de 1:10 faţă de masa materialului S-Se, care 
include încălzirea până la o temperatură  mai înaltă decât punctele de topire ale ambelor materiale (t > 
105°C) şi amestecarea lor ulterioară până la obţinerea unui amestec omogen [2]. Procedeul se realizează în 
vid în fiole închise ermetic. După răcire până la temperatura camerei amestecul obţinut se depune în straturi 
amorfe subţiri cu laser în vid. Dezavantajele procedeului sunt: 20 

- numărul redus de materiale amorfe calcogene şi polimeri organici compatibili cu puncte de topire 
apropiate; 

- utilizarea instalaţiilor costisitoare pentru depunerea straturilor de compozit; 
- efectuarea proceselor la temperatură înaltă; 
- proprietăţile fizico-mecanice ale straturilor de compozit reduse; 25 
- transparenţa redusă a straturilor, ce limitează utilizarea lor în optică şi fotonică.  

Procedeul de obţinere a compozitului fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf şi polimer 
organic înlătură dezavantajele menţionate prin aceea că include amestecarea soluţiei de As2S3 sau As2Se3 în 
monoetanolamină cu soluţia metanolică de poli-N-vinilpirolidonă şi omogenizarea amestecului obţinut la 
temperatura de 20…40°C. Amestecul se depune pe suport şi se usucă în termostat, la temperatura de 30 
40…50°C, timp de 5…6 ore, apoi în vid timp de 3…4 ore, cu obţinerea unui compozit având următorul 
raport al componentelor, % mas.: 

semiconductor calcogenic   10,0…87,0 
polimer organic                            restul. 

Compozitul obţinut conform procedeului revendicat se caracterizează printr-un grad înalt de 35 
omogenitate, cu menţinerea structurii moleculare a semiconductorului calcogenic amorf şi a proprietăţilor 
lui optice. Procedeul are următoarele avantaje: 

- utilizarea în calitate de polimer a alcoolului polivinilic, iar în calitate de solvenţi a monoetanolaminei 
şi metanolului accesibili; 

- numărul mare de semiconductori calcogenici amorfi care pot fi utilizaţi pentru prepararea 40 
compozitelor fotosensibile; 

- posibilitatea de obţinere a compozitului în condiţii normale, în soluţii, fără utilizarea laserului şi a 
vidului pentru depunerea lui sub formă de pelicule, panglici sau fibre; 

- posibilitatea de dirijare a tehnologiei de producere şi a proprietăţilor fizice ale compozitului. 
Exemple de realizare 45 
Exemplul 1. Procedeul de obţinere a compozitului fotosensibil din selenură de arseniu amorfă şi poli-

N-vinilpirolidonă, prevede pregătirea în condiţii normale a  2 tipuri de soluţii. 
Prima soluţie conţine poli-N-vinilpirolidonă şi alcool metilic luaţi în cantitate de:     
             poli-N-vinilpirolidonă  100 mg 
             alcool metilic                 2,0 ml. 50 
Soluţia a 2-a, compusă dintr-un semiconductor calcogenic amorf dizolvat în monoetanolamină luaţi în 

cantitate de: 
   As2Se3                                100 mg 
   monoetanolamină    2,0 ml, 

se pregăteşte la temperatura de 40°C, timp de 20…30 ore. După răcire până la temperatura camerei, 55 
soluţiile se amestecă şi se agită energic timp de 10 min, obţinându-se o soluţie omogenă de culoare roşie, 
care prin depunere pe diferite substraturi (de exemplu,  sticlă, polietilentereftalat etc.) şi uscare la aer la 
temperaturi de până la 40°C timp de 2 ore formează stratul de compozit. 
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Exemplul 2. Procedeul de obţinere a compozitului fotosensibil din selenură de arseniu amorfă şi poli-
N-vinilpirolidonă prevede pregătirea în condiţii normale a  2 tipuri de soluţii. 

Prima soluţie conţine poli-N-vinilpirolidonă şi alcool metilic luaţi în cantitate de: 
   poli-N-vinilpirolidonă  135 mg 
   alcool metilic                 2,0 ml. 5 
Soluţia a 2-a, compusă dintr-un semiconductor calcogenic amorf dizolvat în monoetanolamină luaţi în 

cantitate de: 
   As2Se3                                15 mg 
   monoetanolamină    0,5 ml, 

se pregăteşte la temperatura de 40°C, timp de 20…30 ore. După răcire până la temperatura camerei, 10 
soluţiile se amestecă şi se agită energic timp de 10 min, obţinându-se o soluţie omogenă de culoare roşie, 
care prin depunere pe diferite substraturi (de exemplu, sticlă, polietilentereftalat etc.) şi uscare în termostat 
la aer la temperaturi de până la 40°C timp de 2 ore formează stratul de compozit. 

Exemplul 3. Procedeul de obţinere a compozitului fotosensibil din selenură de arseniu amorfă şi poli-
N-vinilpirolidonă prevede pregătirea în condiţii normale a  2 tipuri de soluţii. 15 

Prima soluţie conţine poli-N-vinilpirolidonă şi alcool metilic luaţi în cantitate de: 
   poli-N-vinilpirolidonă  15 mg 
   alcool metilic                 0,5 ml. 
Soluţia a 2-a, compusă dintr-un semiconductor calcogenic amorf dizolvat în monoetanolamină luaţi în 

cantitate de: 20 
   As2Se3                                135 mg 
   monoetanolamină    2,5 ml, 

se pregăteşte la temperatura de 40°C, timp de 20…30 ore. După răcire până la temperatura camerei, 
soluţiile se amestecă şi se agită energic timp de 10 min, obţinându-se o soluţie omogenă de culoare roşie, 
care prin depunere pe diferite substraturi (de exemplu, sticlă, polietilentereftalat etc.) şi uscare în termostat 25 
la aer la temperaturi de până la 40°C timp de 2 ore formează stratul de compozit. 

Exemplul 4. Procedeul de obţinere a compozitului fotosensibil din selenură de arseniu amorfă şi poli-
N-vinilpirolidonă prevede pregătirea în condiţii normale a  2 tipuri de soluţii. 

Prima soluţie conţine poli-N-vinilpirolidonă şi alcool metilic luaţi în cantitate de: 
   poli-N-vinilpirolidonă  90 mg 30 
   alcool metilic                1,5 ml. 
Soluţia a 2-a este compusă dintr-un semiconductor calcogenic amorf dizolvat în monoetanolamină luaţi 

în cantitate de: 
   As2Se3                                10 mg 
   monoetanolamină    0,5 ml. 35 
După răcire până la temperatura camerei, soluţiile se amestecă şi se agită energic timp de 10 min, 

obţinându-se o soluţie omogenă de culoare galbenă, care prin depunere pe diferite substraturi (de exemplu, 
sticlă, polietilentereftalat etc.) formează stratul de compozit. 

Exemplul 5. Procedeul de obţinere a compozitului fotosensibil din sulfură de arseniu amorfă şi poli-N-
vinilpirolidonă prevede pregătirea în condiţii normale a  2 tipuri de soluţii. 40 

Prima soluţie conţine poli-N-vinilpirolidonă şi alcool metilic luaţi în cantitate de: 
   poli-N-vinilpirolidonă  12 mg 
   alcool metilic                0,5 ml, 
Soluţia a 2-a, compusă dintr-un semiconductor calcogenic amorf dizolvat în monoetanolamină luaţi în 

cantitate de: 45 
   As2Se3                                108 mg 
   monoetanolamină    1,5 ml, 
se pregăteşte la temperatura de 40°C, timp de 30…60 min. După răcire până la temperatura camerei, 

soluţiile se amestecă şi se agită energic timp de 10 min, obţinându-se o soluţie omogenă de culoare galbenă, 
care prin depunere pe diferite substraturi (de exemplu, sticlă, polietilentereftalat etc.) formează stratul de 50 
compozit. 

Exemplul 6. Procedeul de obţinere a compozitului fotosensibil din sulfură de arseniu amorfă şi poli-N-
vinilpirolidonă prevede pregătirea în condiţii normale a  2 tipuri de soluţii. 

Prima soluţie conţine poli-N-vinilpirolidonă şi alcool metilic luaţi în cantitate de: 
   poli-N-vinilpirolidonă  75 mg 55 
   alcool metilic                1,5 ml. 
Soluţia a 2-a, compusă dintr-un semiconductor calcogenic amorf dizolvat în monoetanolamină luaţi în 

cantitate de: 
   As2Se3                                     75 mg 
   monoetanolamină        1,5 ml, 60 
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se pregăteşte la temperatura de 40°C, timp de 30…60 min. După răcire până la temperatura camerei, 
soluţiile se amestecă şi se agită energic timp de 10 min, obţinându-se o soluţie omogenă de culoare galbenă, 
care prin depunere pe diferite substraturi (de exemplu, sticlă, polietilentereftalat etc.) formează stratul de 
compozit. 

Depunerea compozitului fotosensibil din soluţia finală se efectuează prin metode cunoscute în 5 
literatură: depunere prin picături, metoda de "menisc" şi cea de centrifugă cu ajutorul unor dispozitive 
mecanice. Grosimea stratului de compozit fotosensibil poate fi programată şi variază în funcţie de 
concentraţia polimerului în soluţie, de tehnologia de depunere şi constituie de obicei 0,2…6,0 µm. După 
depunere straturile de compozit se usucă 5…6 ore în termostat la temperatura de 40°C la presiune normală, 
apoi 3…4 ore în termostat în vid la temperatura de 40…50°C. Proprietăţile optice ale straturilor 10 
fotosensibile au fost cercetate prin metodele spectrale.  

Schema mostrei cu compozitul fotosensibil este reprezentată în fig. 1. Pe suportul din polietilentereftalat 
(3), preventiv acoperit cu un strat subţire de metal (2) cu rezistivitatea superficială de 105 Ω/cm2 şi grosimea 
de ~100 Å, se depune stratul din compozit fotosensibil (1). 

După cum se observă în fig. 2, spectrele de transparenţă optică a chiuvetei cu As2S3 dizolvat în 15 
monoetanolamină (2), a straturilor din compozit fotosensibil obţinute prin procedeul revendicat (curbele 3, 
4 şi 5) nu diferă esenţial de spectrele de transparenţă ale straturilor fotosensibile obţinute prin metoda de 
evaporare în vid (curba 1). Creşterea concentraţiei semiconductorului calcogenic amorf în compozit (raport 
de masă As2S3 : polimer, de ex.: (0,3…1,5:1, sau 0,5…1,4:1, sau 1…3:1) duce la micşorarea transparenţei 
ultimului în domeniul de absorbţie al semiconductorului calcogenic amorf  (curbele 2).            20 
Fig. 3 demonstrează influenţa iradierii stratului de compozit cu lumină ultravioletă 
(fotosensibilizarea compozitului) şi include spectrele de transparenţă ale compozitelor cu 
polimerul poli-N-vinilpirolidonă până la iradiere (curbele 3 şi 6) şi după (curbele 1,2 şi 4, 5), 
folosind un bec cu vapori de mercur cu intensitatea de 5 mW timp de 0,5 ore (curbele 2, 5) şi 1 
oră (curbele 1, 4) pentru compozite fotosensibile cu As2Se3 (1, 2, 3) şi As2S3 (3, 4, 5).          25 
 
 
(57) Revendicare:  

 Procedeu de obţinere a compozitului fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf şi polimer 
organic, care include amestecarea componentelor, omogenizarea amestecului obţinut, depunerea pe suport 30 
şi uscarea lui, caracterizat prin aceea că se amestecă şi se omogenizează soluţia de As2S3 sau As2Se3 în 
monoetanolamină cu soluţia metanolică de poli-N-vinilpirolidonă, la temperatura de 20…40°C, iar ames-
tecul depus se usucă la temperatura de 40…50°C în termostat, timp de 5…6 ore, apoi în vid timp de 3…4 
ore, cu obţinerea unui compozit având următorul raport al componentelor, % mas.: 

semiconductor calcogenic   10,0…87,0 35 
polimer organic                            restul. 
 
 

     
 40 
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